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Abstract 
The SuperKEKB project is aiming at the peak luminosity of 40 times higher than that by the KEKB project. Toward 

SuperKEKB based on the nano-beam scheme, the electron/positron injector linac is now under upgrade for achieving a 
high intensity and a small emittance beam. For the low emittance and high intensity electron beam generation, we have 
developed the new rf gun based on the noble scheme of quasi-travelling wave side-coupled rf cavity and the new laser 
system. To increase the positron capture efficiency, the flux concentrator and large aperture S-band accelerating 
structure have been manufactured and installed into the beam line. For the stable and fine beam control, many new 
devices are now under development like the high precision BPM readout, fast rf monitor, rf deflector, and so on. The 
linac beam commissioning started in the last October. The obtained maximum electron and positron bunched charges 
were 5.6 nC and 0.18 nC, respectively, before summer shutdown. We report the injector linac commissioning status and 
future plan together with the upgrade outline. 

 

1. はじめに 
現在 KEK では，KEKB 加速器[1-4]で達成した約 40

倍のルミノシティーを目指し，SuperKEKB 加速器[5, 

6]の建設を進めている。このため，KEKB 加速器と
比較して，蓄積電流値を約 2 倍にし，なおかつ衝突
点でのビームサイズを約 20 分の 1 に絞る必要があ
る。SuperKEKB の電子陽電子入射器（以下，入射器）
には，大バンチ電荷量かつ低エミッタンスビームの
安定供給が求められている。電子（陽電子）ビーム
に要求されるバンチ電荷量は 5 nC (4 nC)であり，
KEKB 入射器と比較して約 5 倍のバンチ電荷量が求
められている。一方，ナノビーム方式を採用した主
リングの低エミッタンス化にともない，入射器ビー
ムの垂直方向規格化射影 rms エミッタンスは 20 

mm⋅mrad 以下であることが要求される。とりわけ電
子ビームについては，ダンピングリングを用いずに
低エミッタンスビーム入射を実現する必要があるた
め，新方式の光陰極 RF 電子銃[7-10]を開発し，現在，
精力的に種々のビーム試験をおこなっている。また，
陽電子ビームの収量増大を目指して，フラックスコ
ンセントレータ[11, 12]および大口径 S バンド加速管[13]

の開発・試験を進めてきた。これらと並行して，低
エミッタンス陽電子ビーム実現のため，陽電子用ダ
ンピングリングの建設も進められている。この他，
安定なビーム入射を実現するために，ビーム位置モ
ニタ用高精度データ収集系[14]，高速 RF 制御[15]およ
びモニタシステム[16]，バケットセレクションを含む
新タイミングシステム[17]，パルス四極電磁石，安全
系システムの更新など，多数の技術開発をおこなっ
ている。これらの機器開発・試験と並行して，昨年
秋より，SuperKEKB へのビーム入射に備えた入射器 ___________________________________________  

# masanori.satoh@kek.jp 
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